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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
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【公開番号】特開2016-210679(P2016-210679A)
【公開日】平成28年12月15日(2016.12.15)
【年通号数】公開・登録公報2016-068
【出願番号】特願2016-94366(P2016-94366)
【国際特許分類】
   Ｃ０４Ｂ  35/00     (2006.01)
   Ｃ２３Ｃ  14/34     (2006.01)
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   Ｈ０１Ｌ  21/363    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  29/786    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/336    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０４Ｂ   35/00     　　　Ｊ
   Ｃ２３Ｃ   14/34     　　　Ａ
   Ｃ２３Ｃ   14/08     　　　Ｋ
   Ｈ０１Ｌ   21/363    　　　　
   Ｈ０１Ｌ   29/78     ６１８Ｂ
   Ｈ０１Ｌ   29/78     ６１８Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成29年9月25日(2017.9.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｉｎと、Ｓｃ、Ｙ、Ｌａ、Ｐｒ、Ｎｄ、Ｐｍ、Ｓｍ、Ｅｕ、Ｇｄ、Ｔｂ、Ｄｙ、Ｈｏ、
Ｅｒ、Ｔｍ、Ｙｂ及びＬｕからなる群から選ばれる一以上の元素と、Ａｌ及びＧａからな
る群から選ばれる一以上の元素とを含む酸化物薄膜。
【請求項２】
　前記酸化物薄膜が、Ｓｎ及びＧｅから選択される一以上の元素を含む請求項1記載の酸
化物薄膜。
【請求項３】
　Ｙ、Ｎｄ、Ｓｍ、Ｅｕ及びＧｄからなる群から選ばれる一以上の元素を含む請求項１又
は２記載の酸化物薄膜。
【請求項４】
　キャリア濃度が１０１８／ｃｍ３以下である請求項１～３のいずれか記載の酸化物薄膜
。
【請求項５】
　ファセット状の結晶を含む請求項１～４のいずれか記載の酸化物薄膜。
【請求項６】
　膜厚が１０～３００ｎｍである請求項１～５のいずれか記載の酸化物薄膜。
【請求項７】
　Ｉｎと、Ｓｃ，Ｙ，Ｌａ，Ｐｒ，Ｎｄ，Ｐｍ，Ｓｍ，Ｅｕ，Ｇｄ，Ｔｂ，Ｄｙ，Ｈｏ，
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Ｅｒ，Ｔｍ，Ｙｂ及びＬｕからなる群から選ばれる一以上の元素Ａと、Ａｌ及びＧａから
なる群から選ばれる一以上の元素Ｂとを含む酸化物焼結体を用いて得られるスパッタリン
グターゲットを用いて成膜する工程を含む酸化物薄膜の製造方法。
【請求項８】
　前記酸化物焼結体が、前記Ｓｎ及びＧｅから選択される一以上の元素を含む請求項７記
載の酸化物薄膜の製造方法。
【請求項９】
　前記酸化物焼結体が、Ｙ，Ｎｄ，Ｓｍ，Ｅｕ及びＧｄからなる群から選ばれる一以上の
元素Ａを含む請求項７又は８記載の酸化物薄膜の製造方法。
【請求項１０】
　前記酸化物焼結体が、Ｉｎ２Ｏ３で構成されるビックスバイト相を含み、前記ビックス
バイト相に、前記元素Ａ及びＢのいずれか、又は両方が固溶置換している請求項７～９の
いずれか記載の酸化物薄膜の製造方法。
【請求項１１】
　前記酸化物焼結体中に存在するインジウム、元素Ａ及び元素Ｂの原子比（Ａ＋Ｂ）／（
Ｉｎ＋Ａ＋Ｂ）が０．０１～０．５０である請求項７～１０のいずれか記載の酸化物薄膜
の製造方法。
【請求項１２】
　前記酸化物焼結体の電気抵抗率が１ｍΩｃｍ以上、１０００ｍΩｃｍ以下である請求項
７～１１のいずれか記載の酸化物薄膜の製造方法。
【請求項１３】
　前記酸化物焼結体がＡ３Ｂ５Ｏ１２相（ＡはＳｃ，Ｙ，Ｌａ，Ｐｒ，Ｎｄ，Ｐｍ，Ｓｍ
，Ｅｕ，Ｇｄ，Ｔｂ，Ｄｙ，Ｈｏ，Ｅｒ，Ｔｍ，Ｙｂ及びＬｕからなる群から選ばれる一
以上の元素であり、ＢはＡｌ及びＧａからなる群から選ばれる一以上の元素である。）を
含み、前記酸化物焼結体中の前記Ａ３Ｂ５Ｏ１２相の結晶の最大粒径が２０μｍ以下であ
る請求項７～１２のいずれかに記載の酸化物薄膜の製造方法。
【請求項１４】
　前記成膜された酸化物薄膜を、１０℃／ｍｉｎ以下の速度で昇温する工程を含む請求項
７～１３のいずれか記載の酸化物薄膜の製造方法。
【請求項１５】
　前記成膜された酸化物薄膜を、２５０～４５０℃の温度で０．５～１０時間の範囲でア
ニールする工程を含む請求項７～１４のいずれか記載の酸化物薄膜の製造方法。
【請求項１６】
　Ｉｎと、Ｓｃ、Ｙ、Ｌａ、Ｐｒ、Ｎｄ、Ｐｍ、Ｓｍ、Ｅｕ、Ｇｄ、Ｔｂ、Ｄｙ、Ｈｏ、
Ｅｒ、Ｔｍ、Ｙｂ及びＬｕからなる群から選ばれる一以上の元素と、Ａｌ及びＧａからな
る群から選ばれる一以上の元素とを含む酸化物薄膜を用いる薄膜トランジスタ。
【請求項１７】
　移動度が、５ｃｍ２／Ｖｓ以上である請求項１６記載の薄膜トランジスタ。
【請求項１８】
　Ｏｎ／Ｏｆｆ比が１×１０６以上である請求項１６又は１７記載の薄膜トランジスタ。
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